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С-0013 ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛА  
 ДИФОСФИДА ЦИНКА-ГЕРМАНИЯ СИЛЬНОЛЕГИРОВАННОГО Te  
 С ПОМОЩЬЮ ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГИРОВАНИЯ  

А. Б. Лысенко, Н. Н. Юдин, С. Н. Подзывалов, Е. С. Слюнько,  
А. Ю. Кальсин, А. Ш. Габдрахманов 

Томский государственный университет, Томск, Россия 

Дифосфид цинка-германия относится к тройным полупроводниковым соединениям со структурой кри-
сталлической решетки типа халькопирит. Монокристаллы дифосфида цинка-германия (ZnGeP2 или ZGP) пред-
ставляют собой уникальную нелинейную среду для параметрического преобразования частоты оптического 
излучения в среднем инфракрасном (ИК) диапазоне, обладающую высоким нелинейно-оптическим качеством 
[1]. В качестве легирующей примеси для эксперимента по объемному легированию был выбран теллур [2]. 
Навеска теллура составляла 3% масс. от общей массы синтезируемого вещества. Монокристалл выращивался в 
трубчатой печи вертикального оформления на затравку по методике Бриджмена [3, 4]. Целью данной работы 
был подбор оптимальных ростовых параметров для выращивания монокристаллов ZGP сильнолегированных Te.  

 
Рис. 1. а – схематическое изображение температурного градиента внутри ростовой печи, b – схематическое изображение печи с 

загруженной ростовой ампулой внутри печи, а также расположение секций с нагревателями, с – внешний вид 
синтезированного поликристаллического слитка дифосфида цинка-германия с добавкой 3% масс. Te, d – внешний вид 

выращенного на затравку монокристалла дифосфида цинка-германия легированного 3% масс. Te 

В данной работе был получен объемный монокристалл дифосфида цинка-германия выращенного на за-
травку с ориентацией роста (100). Были определены оптимальные параметры для выращивания монокристалла 
сильнолегированного Te. 
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